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摘要(译)

薄膜晶体管及其制造方法及其制造方法，包括金属或陶瓷的高温基板，
形成于具有源区和漏区的基板区域的半导体层，源电极与半导体层中的
源区接触以用作数据线，形成在与半导体层中的漏区接触的每个像素区
中的像素电极，形成在像素电极上的有机EL层，共同的在有机EL层上形
成电极，在公共电极上形成透明保护膜。
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